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Beschreibung 

Verfahren zur Herstellung eines Halblei terbauelements auf der 
Basis eines Nitrid-Verbindungshalblei ters 

5 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines 
Halbleiterbauelements auf der Basis eines Nitrid-Verbindungs- 
halbleiters nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. 

10 Halbleiterbauelemente der genannten Art weisen einen einen 
Nitrid-Verbindungshalbleiter enthaltenden Halbleiterkorper 




auf. Unter einem Nitrid-Verbindungshalbleiter ist dabei ins- 



besondere eine Nitridverbindung mit Elementen der dritten 
und/oder der fiinften des Gruppe des Periodensystems der che- 
15 mischen Elemente zu verstehen. Dies sind beispielsweise Ver- 
bindungen wie GaN, AlGaN, InGaN, AlInGaN, AlN und InN, die 
durch die Formel AlylnxGai-x-yN, 0<x<l, 0<y<l , 0<x+y<l zusam- 
mengefaSt werden konnen. 

20 Die Herstellung solcher Halbleiterbauelemente erfordert in 
der Regel auf der Oberflache des Halbleiterkorpers die Aus- 
bildung von Kontakt f lachen, die liblicherweise als Metall- 
schichten ausgefuhrt sind. 

^25 Der zwischen der Kontaktschicht und dem Halbleiterkorper aus- 
gebildete Kontaktwiderstand soil dabei moglichst gering sein, 
da die am Kontaktwiderstand abfallende Leistung in Verlust- 
warme umgesetzt wird und nicht zum f unkt ionellen Betrieb, 
beispielsweise zur Strahlungserzeugung bei einem strahlungs- 
3 0 emittierenden Bauelement, zur Verfiigung steht . Zudem mulS fiir 
eine ausreichende Abfuhr der Verlustwarme gesorgt werden, um 
eine zu starke Temperaturerhohung des Bauelements zu vermei- 
den. Andernfalls besteht die Gefahr einer thermisch induzier- 
ten Beschadigung des Bauelements. 

35 

Bei Galliumnitrid-basierenden Bauelementen entstehen vor al- 
lem bei p-dotierten Halbleiterbereichen in Verbindung mit ei- 
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ner Metallschicht vergleichsweise hohe Kontaktwiderstande . Es 
hat sich weiterhin gezeigt, da£ insbesondere bei strukturier- 
ten Halbleiteroberf lachen, zum Beispiel bei Stegwellenleiter- 
strukturen, hohe Kontaktwiderstande auftreten. 

Derartige Stegwellenleiterstrukturen sind beispielsweise aus 
Properties, Processing and Applications of Gallium Nitride 
and Related Semiconductors, EMIS Datareviews Series No. 23, 
J. H. Edgar, S. Strite (ed.), Inspec 1999, pp. 616-622 be- 
kannt . Hierin ist ein Halbleiterlaser beschrieben, der einen 
Halbleiterkorper mit einer Schichtenf olge aufweist, die eine 
Mehrzahl von GaN- und AlGaN-Schichten sowie eine InGaN-Mehr- 
f achquantentopf struktur umf a£t . Die Schichtenf olge ist auf 
ein SiC-Substrat auf gebracht . Auf der von dem Substrat abge- 
wandten Seite ist aus dem Halbleiterkorper eine langge- 
streckte, quaderartige Stegstruktur herausgef ormt , die ober- 
seitig mit einer Kontaktmetallisierung versehen ist. Diese 
Stegstruktur bildet einen Wellenleiter zur Fuhrung des in dem 
Halbleiterkorper erzeugten Strahlungsf eldes . 

Zur Ausbildung einer solchen Stegstruktur wird ublicherweise 
zunachst ein Halbleiterkorper mit unstrukturierter Oberflache 
hergestellt, von dem nachfolgend Bereiche, die an den zu bil- 
denden Steg lateral angrenzen, mittels eines At zverf ahrens 
abgetragen werden. Der Halbleiterkorper kann dann gegebenen- 
falls mit einer Passivierungsschicht versehenen werden. Zum 
AbschluS wird die Kontaktmetallisierung auf gebracht . 

Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zur Herstellung 
eines Halbleiterbauelements auf der Basis eines Nitrid-Ver- 
bindungshalbleiters mit einer strukturierten Oberflache anzu- 
geben, das eine Kontakt schicht mit einem verbesserten, insbe- 
sondere geringeren Kontaktwiderstand aufweist. 

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren gemaS Patentanspruch 1 
gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Ge- 
genstand der abhangigen Anspruche . 
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Erf indungsgemaS ist vorgesehen, in einem ersten Schritt einen 
einen Nitrid-Verbindungshalblei ter enthaltenden Halbleiter- 
korper berei t zustellen , auf dessen Oberflache in einem zwei- 
ten Schritt eine Metallschicht aufgebracht wird. 
5 In einem dritten Schritt wird die Oberflache des Halbleiter- 
korpers strukturiert , wobei ein Teil der Metallschicht und 
ein Teil des darunterliegenden Halbleiterkorpers abgetragen 
wird. Als Nitrid-Verbindungshalblei ter sind insbesondere Ver- 
bindungen mit der Formel Al y In x Gai- x -yN, 0<x<l, 0<y<l , 0<x+y<l 
10 bevorzugt . 




Dieses Verfahren hat den Vorteil, daS bereits vor der Struk- 



turierung eine Metallschicht auf den Halbleiterkorper aufge- 
bracht wird, die spater als Kontaktschicht oder als Teil ei- 
15 ner Kontaktschicht dienen kann. Es hat sich gezeigt, daS bei 
der Strukturierung des Halbleiterkorpers Fremdstoffe in den 
Halbleiterkorper eindringen oder sich auf dessen Oberflache 
ansammeln konnen. Wird nachfolgend auf diese Oberflache eine 
Kontaktmetallisierung aufgebracht, so konnen elektrische Ei- 
20 genschaften des so gebildeten Kontakts, insbesondere der Kon- 
taktwiderstand, durch die Fremdstoffe verschlechtert bzw. er- 
hoht werden. Bei der Erfindung wird ein vorteilhaft niedriger 
Kontaktwiderstand erreicht, da durch die Aufbringung der Me- 
tallschicht vor der Strukturierung ein Eindringen von Fremd- 
('<!■[- 2 5 stoffen in den Metall -Halblei ter-Grenzbereich verhindert oder 
zumindest reduziert wird. 

Zur teilweisen Abtragung der Metallschicht und des darunter- 
liegenden Halbleiterkorpers wird vorzugsweise eine Masken- 

30 technik herangezogen . Dazu wird auf die Metallschicht eine 
geeignete, an das spatere Abtragungsverf ahren angepafite 
Maske aufgebracht, die beispielsweise ein Siliziumoxid ent- 
halten kann. Die Maske selbst wird bevorzugt mittels eines 
herkommlichen photolithographischen Verfahrens ausgebildet, 

35 wobei die abzut ragenden Bereiche der Metallschicht nicht mit 
der Maske bedeckt werden. 
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Nachfolgend werden zunachst die nicht von der Maske bedeckten 
Bereiche der Metallschicht entfernt, so date die darunterlie- 
gende Halbleiteroberf lache freigelegt wird. Zur Entfernung 
der Metallschicht eignen sich beispielsweise Atzverfahren 
5 oder Riicksputterverf ahren . 

Nachfolgend wird der Halbleiterkorper teilweise in Bereichen 
der freigelegten Halbleiteroberf lache abgetragen. Hierfiir 
kann ebenfalls ein Atzverfahren, zum Beispiel reaktives Io- 
10 nenatzen (RIE , reaktiv ion etching) oder ein nafichemisches 
Atzverfahren, dienen. AbschlieSend wird die Maske entfernt. 

Sowohl bei der Entfernung der Metallschicht als auch bei der 
Abtragung des Halbleiterkorpers bleiben die von der Maske be- 
15 deckten Bereiche der Metallschicht bzw. des darunterl iegenden 
Halbleiterkorpers, abgesehen von Einwirkungen an der Abtra- 
gungsflanke, im wesentlichen unbeeinf luSt . 

Bei einer vorteilhaf ten Weiterbildung der Erfindung wird nach 
2 0 der Strukturierung des Halbleiterkorpers auf die Halbleiter- 
oberflache und gegebenenf alls auf die Metallschicht eine Pas- 
sivierungsschicht auf gebracht . Diese Passivierungsschicht 
dient als Schut zschicht fur die darunterl iegende Halbleiter- 
oberf lache . 

25 

Bevorzugt wird nachfolgend auf der Metallschicht eine Kon- 
taktmetallsierung ausgebildet, die auch die Passivierungs- 
schicht bedecken kann. Diese Kontaktmetallisierung dient ins- 
besondere zur Verbesserung und Optimierung der AnschluSeigen- 

30 schaften (Bondeigenschaf ten) der Kontaktschicht . Dazu kann 
die Kontaktmetallisierung bespielsweise Materialien, in der 
Regel Metalle, enthalten, die einen mechanisch stabilen 
DrahtanschluS mit hoher elektrischer Leit f ahigkeit ermogli- 
chen. Weiterhin kann die Kontaktmetallisierung lateral gro- 

35 Sere Abmessungen als die Metallschicht aufweisen, so da£ die 
laterale Positionierung eines Drahtanschlusses erleichtert 
wird. Hierbei wird vorteilhaf terweise die Passivierungs - 
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schicht zugleich als elektrische Isolation zwischen der Kon- 
taktmetallisierung und der Halbleiteroberf lache verwendet . 

Bei dieser Ausf iihrungsf orm ist es zweckmafeig, die Passivie- 
5 rungsschicht so auszubilden, date zumindest Teile der Metall- 
schicht nicht mit der Passivierungsschicht bedeckt werden, so 
daS die nachfolgend aufgebrachte Kontaktmetallisierung in 
diesen unbedeckten Bereichen unmittelbar an die Metallschicht 
grenzt und ein elektrisch gut leitender Kontakt zwischen der 
10 Metallschicht und der Kontaktmetallisierung ausgebildet wird. 

Vorzugsweise wird zur Aufbringung und Formung der Passivie- 
rungsschicht ebenfalls eine Maskentechnik angewandt . Hierbei 
wird zunachst eine durchgehende Passivierungsschicht auf die 

15 Halbleiteroberf lache und die Metallschicht aufgetragen. Die 

durchgehende Passivierungsschicht wird mit einer Maske verse- 
hen, wobei die Passivierungsschicht in Bereichen, in denen 
sie an die Metallschicht grenzt, unbedeckt bleibt . Nachfol- 
gend werden diese unbedeckten Teile der Passivierungsschicht 

20 abgetragen, beispielsweise mittels eines At zverf ahrens , und 
abschlieSend die Maske entfernt. Die Maske selbst kann wie- 
derum photol ithographisch hergestellt werden. 

Bei Halbleiterlasern auf der Basis von Nitrid-Verbindungs - 
25 halbleitern kann das erf indungsgemaSe Verfahren vorteilhaf- 

terweise zur Herstellung von Stegwellenleiterstrukturen ange- 
wandt werden. Halbleiterlaser werden mit vergleichsweise ho- 
hen Stromen betrieben und erfordern zudem hinsichtlich ihrer 
optischen Eigenschaf ten eine moglichst gleichbleibende Be- 
30 triebstemperatur bzw. eine ausreichende Kuhlung, so dafi eine 
Verringerung des Kontaktwiderstands besonders vorteilhaft 
ist. Aber auch bei anderen Halblei terbauelementen mit einer 
strukturierten Oberflache kann mittels der Erfindung der Kon- 
taktwiderstand mit Vorteil gesenkt werden. 



35 
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Weitere Merkmale, Vorzuge und ZweckmaSigkei ten der Erfindung 
ergeben sich aus den nachfolgend in Verbindung mit den Figu- 
ren 1 und 2 erlauterten Ausf iihrungsbeispielen . 

5 Es zeigen 

Figur la bis li eine schematische Ablauf darstellung eines 
Ausf uhrungsbeispiels eines erf indungsgemaSen Herstellungsver 
fahren und 

10 

Figur 2 eine S t rom- Spannungs - Kennl ini e eines erf indungsgemaS 
hergestellten Halbleiterbauelement s im Vergleich zu einem 
Bauelement nach dem Stand der Technik. 

15 Gleiche oder gleich wirkende Element sind in den Figuren mit 
denselben Bezugszeichen versehen. 

Im ersten Schritt des in Figur 1 dargestellten Herstellungs - 
verfahrens wird ein Halbleiterkorper 1 auf der Basis von Ni- 

20 trid-Verbindungshalbleitern bereitgestell t , Figur la, Der 

Halbleiterkorper kann beispielsweise eine aktive, strahlungs 
erzeugende Schicht 2, vorzugsweise mit einer Quantentopf- 
struktur 3 , sowie weitere Nitrid-Verbindungshalbleiterschich 
ten 4a, 4b enthalten, die auf ein Substrat 4 aufgebracht 

25 sind. Das Substrat wird hierbei als Teil des Halbleiterkor- 
pers betrachtet, wobei das Substrat selbst kein Halbleiter 
sein muB. Die aktive Schicht 2 kann zum Beispiel eine Quan- 
tentopf struktur mit einer oder mehreren InGaN-Schichten auf- 
weisen, der ein- oder beidseitig 

30 GaN- oder AlGaN-Schichten 4a, 4b als Wellenleiter- und/oder 
Mantelschichten nachgeordnet sind. 

Vorzugsweise werden die Halblei terschichten epitaktisch auf 
dem Substrat abgeschieden . Hierfiir eignen sich bei Nitrid- 
35 Verbindungshalbleitern insbesondere SiC-Substrate und Saphir 
substrate . 
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Zur Ausbildung eines strahlungserzeugenden pn-Ubergangs ist 
bei dem Ausf uhrungsbeispiel die zwischen der aktiven Schicht 
2 und dem Substrat 5 angeordnete Halbleiterschicht 4b n-do- 
tiert, beispielsweise mit Silizium, und die bezuglich der ak- 
tiven Schicht 2 gegemiberliegende Schicht 4b p-dotiert, bei- 
spielsweise mit Magnesium oder Zink. 

Im nachsten Schritt wird auf der substratabgewandten Oberfla- 
che des Halblei terkorpers 6 eine Metallschicht 7 abgeschie- 
den, Figur lb. Die Metallschicht 7 kann beispielsweise eine 
Platinschicht mit einer Dicke zwischen 5 nm und 500 nm, be- 
vorzugt zwischen 40 nm und 120 nm sein, wobei sich Schicht- 
dicken von etwa 100 nm als vorteilhaft erwiesen haben. 

Nachfolgend wird auf der Metallschicht eine Maske 8, bei- 
spielsweise aus Si0 2/ ausgebildet. Dazu wird zunachst eine 
durchgehende Maskenschicht , zum Beispiel eine 500 nm dicke 
Si0 2 -Schicht , auf die Metallschicht 7 auf gebracht , Figur lc. 
Die Maske kann mittels eines herkommlichen photolithographi - 
schen Verfahrens hergestellt werden durch Auftragen eines 
Photolacks 9, Belichten, Entwickeln des Photolacks, Entfernen 
der belichteten oder unbelichteten Bereiche (je nachdem, ob 
ein Positiv- oder Negativlack verwendet wird) und Abtragen, 
beispielsweise Abatzen, der nicht mit dem Photolack bedeckten 
Bereiche der Maskenschicht 8, Figur Id. 

Nachfolgend wird der Halbleiterkorper 1 strukturiert . Dazu 
werden zunachst die nicht mit der Maske 8 bedeckten Teile der 
Metallschicht 7 entfernt (Figur le) und dann Teile des darun- 
terliegenden Halbleiterkorpers abgetragen (Figur If) . 

Die Metallschicht 7 wird vorzugsweise durch Riicksputtern ent- 
fernt oder abgeatzt. Zur teilweisen Abtragung der angrenzen- 
den Halbleiterschicht 4b eignen sich beispielsweise naSchemi- 
sche Atzverfahren oder RIE-Verf ahren . 
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Bei dem gezeigten Auf uhrungsbeispiel wird die Halbleiter- 
schicht im wesentlichen in senkrechter Richtung zur Schicht- 
ebene abgetragen. Zur Ausbildung eines Wellenleiterstegs ist 
die Maske 8 in der Aufsicht (nicht dargestellt) streifenfor- 
mig ausgefiihrt. Auf der substratabgewandten Seite der Schicht 
4b wird so vermittels der Abtragung eine langgestreckte , qua- 
derartige Halbleiterstruktur ausgef ormt , die den genannten 
Stegwellenleiter bildet. 

Im nachsten Schritt wird eine Passivierungsschicht 10, bei- 
spielsweise aus einem Siliziumoxid oder einem Siliziumnitrid, 
auf den Halbleiterkorper aufgebracht, Figur lg . Dabei wird 
zunachst eine durchgehende Passivierungsschicht abgeschieden . 
Urn eine Offnung in der Passivierungsschicht zu der Metall- 
schicht zu bilden, wird die Passivierungsschicht mit einer 
weiteren Maske 11, beispielsweise eine Photolackmaske verse - 
hen, wobei Teile der Passivierungsschicht 10 in Bereichen, in 
denen die Passivierungsschicht an die Metallschicht 7 grenzt, 
nicht mit der Maske 11 bedeckt werden. Die Maske 11 kann bei- 
spielsweise, wie bereits beschrieben, mittels eines photoli- 
thographischen Verfahrens hergestellt werden. 

In den von der Maske 11 unbedeckten Bereichen wird nun die 
Passivierungsschicht 10 abgetragen, beispielsweise abgeatzt, 
so da£ die Metallschicht 7 zumindest teilweise freigelegt 
wird. Danach wird die Maske 11 entfernt. 

Zum AbschluS des Verfahrens wird auf der substratabgewandten 
Seite des Halbleiterkorpers eine Kontaktmetallisierung 12 
groSflachig aufgebracht, Figur Ih. Die Kontaktmetallisierung 
12 steht zumindest in Teilbereichen in unmittelbarem Kontakt 
zu der Metallschicht 7 und bedeckt teilweise auch die Ober- 
flache der Passivierungsschicht 10. 

Die Kontaktmetallisierung 12 bildet eine elektrische An- 
schlufef lache des Bauelements, iiber die in Verbindung mit der 
Metallschicht 7 im Betrieb ein Strom in das Bauelement einge- 
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pragt werden kann . Durch die gro£f lachige Ausfuhrung wird die 
Ausbildung eines elektrischen Anschlusses erleichtert. Ein 
unmittelbarer AnschluS an die Metallschicht 7 wiirde im Ver- 
gleich dazu, sofern mdglich, eine deutlich hohere laterale 
5 Positioniergenauigkeit erfordern. Zudem ware die Materialaus- 
wahl fur die Metallschicht starker eingeschrankt , da die Me- 
tallschicht einerseits einen guten elektrischen und mechani- 
schen Kontakt mit dem Halbleiterkorper bilden und anderer- 
seits vorteilhafte AnschluSeigenschaf ten (Bondeigenschaf ten) 
10 hinsichtlich eines elektrischen Anschlusses aufweisen soli. 

Die Kontaktmetallsierung 12 hingegen kann insbesondere hin- 
sichtlich eines spater anzubringenden elektrischen Anschlus- 
ses optimiert werden. Vorzugsweise wird die Kontaktmetalli - 
15 sierung in mehreren Schichten (nicht dargestellt) aufge- 
bracht . Dabei konnen beispielsweise eine Titanschicht als 
Haf tvermittler , eine Palladium- oder Plat inschicht als Diffu- 
sionssperre und eine Goldschicht, die die AnschluEoberf lache 
bildet, als Kontaktmetallisierung 12 kombiniert werden. 

20 

Das in Figur 1 gezeigte Verfahren wurde der Ubersichtlichkeit 
halber an einem einzelnen Halbleiterkorper erlautert. Vor- 
teilhaf terweise kann das Verfahren auch im Rahmen des Ferti- 
gungsprozesses bei noch nicht vereinzelten Halbleiterkorpern 

2 5 im Waferverbund durchgefuhrt werden. Weitergehend konnen auch 

einzelne Schritte oder Schritt f olgen des Verf ahrens , insbe- 
sondere die Aufbringung der Metallschicht und die nachfol- 
gende Strukturierung, im Waferverbund erf olgen und die iibri- 
gen Schritte an vereinzelten Halbleiterkorpern durchgefuhrt 

3 0 werden. 

In Figur 2 sind Strom- Spannungs - Kennl inien eines erfindungs- 
• gemate hergestellten Bauelements im Vergleich zu einem Bauele- 
ment nach dem Stand der Technik dargestellt. 
35 Die Kennlinien wurden an Laserdioden auf Galliumnitrid-Basis 
mit einem Stegwellenlei ter (Stegbreite 5 /zm, Steglangen 600 
ixm) gemessen. Bei dem erf indungsgemafien Bauelement wurde die 
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Metallschicht Figur 1 entsprechend vor der Stegstrukturierung 
auf die p-leitende Seite des Halbleiterkorpers aufgebracht, 
bei dem Bauelement nach dem Stand der Technik hingegen nach 
der Off ruing der Passivierungsschicht . 

Aufgetragen ist jeweils die an der Laserdiode abfallende 
Spannung U in Abhangigkeit eines eingepragten Betriebstroms 
I . Die Linie 13 und die zugehorigen Mefepunkte geben das Me£- 
ergebnis fur die erf indungsgemaSe Laserdiode, die Linie 14 
und die zugehorigen MeSpunkte das MeSergebnis fur die Laser- 
diode nach dem Stand der Technik wieder. 

Im gesamten Metebereich ist die einem gegebenen Strom I zuge- 
ordnete Spannung U bei der Erfindung deutlich geringer als 
bei dem Bauelement nach dem Stand der Technik. Damit weist 
das erf indungsgemaSe Bauelement auch einen vorteilhaft ver- 
ringerten Widerstand U/I auf, der im wesentlichen durch den 
p-seitigen Kontaktwiderstand bestimmt ist. 

Die Erlauterung der Erfindung anhand der beschriebenen Aus- 
f iihrungsbeispiele ist selbstverstandlich nicht als Beschran- 
kung der Erfindung hierauf zu verstehen. Weitergehend ist die 
Erfindung nicht auf Nitrid-Verbindungshalbleiter beschrankt 
und kann auch bei Bauelementen mit Halbleiterkorpern anderer 
Halbleitermaterialsysteme , die beispiel sweise GaAs , GaP, InP, 
InAs, AlGaP, AlGaAs, GaAlSb, InGaAs, InGaAsP, InGaAlP, 
GaAlSbP, ZnSe oder ZnCdSe enthalten konnen, angewandt werden. 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung eines mindestens einen Nitrid- 
Verbindungshalbleiter enthaltenden Halbleiterbauelements mit 

5 den Schritten 

a) Bereitstellen eines mindestens einen Nitrid-Verbindungs- 
halbleiter enthaltenden Halbleiterkorpers (1) , 

b) Aufbringen einer Metallschicht (7) auf eine Oberflache (6) 
des Halbleiterkorpers (1) , 

10 c) Abtragen eines Teils der Metallschicht (7) und eines Teils 
des von der abgetragenen Metallschicht (7) zuvor bedeckten 
Halbleiterkorpers (1) . 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 

15 dadurch gekennzeichnet, da£ 

der Nitrid-Verbindungshalbleiter eine Verbindung mit der For- 
mel AlylnxGai-x-yN, 0<x<l, 0<y<l, 0<x+y<l ist . 

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 , 

20 dadurch gekennzeichnet, daS 
Schritt c) die Schritte 

- Ausbilden einer Maske (8) auf der Metallschicht (7) , wobei 
ein Teil der Metallschicht (7) von der Maske (8) nicht be- 
deckt wird, 

25 - Entfernen des von der Maske (8) nicht bedeckten Teils der 
Metallschicht (7) , wobei ein Teil der Oberflache (6) des 
Halbleiterkorpers (1) freigelegt wird, 

- teilweises Abtragen des Halbleiterkorpers (1) in Bereichen 
der freigelegten Oberflache und 

30 - Entfernen der Maske (8) 
umf afet . 

4 . Verfahren nach Anspruch 3 , 

dadurch gekennzeichnet, daS 
35 die Maske (8) ein Siliziumoxid enthalt. 
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5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
die Maske (8) photolithographi sch hergestellt wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

die Metallschicht (7) mittels eines Rucksputterverf ahrens 
oder eines At zverf ahrens abgetragen wird. 

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

der Halbleiterkorper (1) mittels eines At zverf ahrens abgetra- 
gen wird. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dafe 
das Verfahren fortgesetzt wird mit dem Schritt 

d) Aufbringen einer Passivierungsschicht (10) auf die Halb- 
leiteroberf lache (1), wobei zumindest ein Teil der Metall- 
schicht (7) nicht von der Passivierungsschicht (10) be- 
deckt wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, 

dadurch gekennzeichnet, dafe 
Schritt d) die Schritte 

- Aufbringen einer durchgehenden Passivierungsschicht (10) 
auf die Halbleiteroberf lache (6) und die Metall- 
schicht (7) , 

- Aufbringen einer Maske (11) auf der durchgehenden Passi- 
vierungsschicht (10), wobei zumindest in einem Bereich, in 
dem die Passivierungsschicht (10) an die Metallschicht (7) 
grenzt, die Maske (11) die Passivierungsschicht (10) nicht 
bedeckt , 

- Entfernen von Teilen der Passivierungsschicht (10) , die 
nicht mit der Maske (11) bedeckt sind und 

- Entfernen der Maske (11) 
umf a£t . 
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10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, 

dadurch gekennzeichnet, date 

die Passivierungsschicht (11) ein Siliziumoxid enthalt. 

5 11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, 

dadurch gekennzeichnet, date 
die Maske (11) photoli thographisch hergestellt wird. 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 11, 
10 dadurch gekennzeichnet, date 

das Verfahren fortgesetzt wird mit dem Schritt 
e) Aufbringen einer Kontaktmetallisierung (12) . 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 12, 
15 dadurch gekennzeichnet, date 

die Metallschicht (7) Platin oder Palladium enthalt. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, date 

20 die Dicke der Metallschicht (7) zwischen 5 nm und 500 nm, 
insbesondere zwischen 40 nm und 12 0 nm liegt. 

15. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, date 

25 der Halbleiterkorper (1) in einem an die Metallschicht (7) 
grenzenden Bereich p-dotiert ist. 

16. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, date 

30 der p-dotierte Bereich des Halbleiterkorper (1) mit Magnesium 
oder Zink dotiert ist. 

17. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, date 

35 der Halbleiterkorper (1) eine strahlungserzeugende aktive 
Schicht (2) umfatet. 
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18. Verfahren nach Anspruch 17, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

vermittels des teilweisen Abtragens des Halbleiterkorpers (1) 

in Schritt c) eine Halblei terstegstruktur ausgeformt wird. 

5 

19. Verfahren nach Anspruch 18, 

dadurch gekennzeichnet, da£ 
die Halbleiterstegstruktur zumindest fur Teile der von der 
aktiven Schicht (2) erzeugten Strahlung einen Wellenleiter 
10 bildet. 

20. Verfahren nach Anspruch 17 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, da£ 
das Halbleiterbauelement eine Lumineszenzdiode ist. 

15 

21. Verfahren nach Anspruch 20, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
die Lumineszenzdiode eine Lichtemissiondiode oder eine Laser- 
diode, insbesondere eine Laserdiode mit einem Stegwellenlei - 
20 ter, ist. 
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Zusammenf as sung 

Verfahren zur Herstellung eines Halblei terbauelements auf der 
Basis eines Nitrid-Verbindungshalbleiters 

5 

Die Erfindung beschreibt ein Verfahren zur Herstellung eines 
Halbleiterbauelements auf der Basis eines Nitrid-Verbindungs- 
halbleiters. In einem ersten Schritt des Verfahrens wird ein 
Halbleiterkorper (1) berei tgestellt , der mindestens einen Ni- 

10 trid-Verbindungshalbleiter enthalt. Auf die Oberflache (6) 

des Halbleiterkorpers (1) wird in einem zweiten Schritt eine 
Metallschicht (7) auf gebracht . Nachfolgend wird in einem 
dritten Schritt der Halbleiterkorper (1) strukturiert, wobei 
ein Teil der Metallschicht (7) und Teile des darunterliegen- 

15 den Halbleiterkorpers (1) abgetragen werden. 
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